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【手続補正書】
【提出日】令和1年10月17日(2019.10.17)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　支持厚さと、有効層（２０）の熱膨張係数よりも小さい熱膨張係数とを有する、支持基
板（１）上に配置された、有効厚さを有する圧電材料の前記有効層（２０）を有する、ハ
イブリッド構造（６０）を製造する方法であって、前記方法は、
　ａ）圧電材料のドナー基板（２）と、前記支持基板（１）とを備える、接合された構造
（６）を提供するステップであって、前記接合された構造（６）は、前記支持基板（１）
とドナー基板（２）との間に接合界面（５）を有する、ステップと、
　ｂ）前記支持基板（１）上に配置された、中間厚さを有する、より薄い層（２’）を形
成するために、前記ドナー基板（２）を薄化する、第１のステップであって、全体が、よ
り薄い構造（６’）を形成する、第１のステップと、
　ｃ）アニーリング温度における前記薄化された構造（６’）の熱処理ステップと、
　ｄ）ステップｃ）の後の、前記有効層（２０）を形成するための、前記薄化された層（
２’）の第２の薄化ステップと
　を含み、
　前記方法は、ステップｂ）の前に、前記ステップｃ）中における前記薄化された構造（
６’）の劣化を回避する中間厚さの範囲を決定するステップａ’）であって、前記範囲は
、閾値厚さと、最大厚さとによって定義され、前記薄化された層（２’）の前記中間厚さ
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は、前記範囲内において選択される、ステップａ’）を含むことを特徴とする
　方法。
【請求項２】
　前記閾値厚さは、第１の感度モデルから決定され、それの入力パラメータは、前記支持
厚さと、前記ドナー基板（２）および前記支持基板（１）の前記熱膨張係数と、前記アニ
ーリング温度と、前記接合された構造（６）の前記接合界面（５）において見つけられる
接着されていないエリアの最大サイズとを含む請求項１に記載のハイブリッド構造（６０
）を製造する方法。
【請求項３】
　前記最大厚さは、第２の感度モデルから決定され、それの入力パラメータは、前記支持
厚さと、前記ドナー基板（２）および前記支持基板（１）の前記熱膨張係数と、前記アニ
ーリング温度とを含む請求項１または２に記載のハイブリッド構造（６０）を製造する方
法。
【請求項４】
　前記決定ステップａ’）が、前記最大厚さよりも高い前記閾値厚さ、または前記有効厚
さよりも小さい前記最大厚さを確定したときに、ステップａ’）の後、ステップｂ）の前
に、前記接合された構造（６）を再利用するステップａ”）を含む請求項１乃至３のいず
れか一項に記載のハイブリッド構造（６０）を製造する方法。
【請求項５】
　再利用する前記ステップａ”）は、前記接合された構造（６）の前記接合界面（５）に
おける分離を含む請求項４に記載のハイブリッド構造（６０）を製造する方法。
【請求項６】
　再利用する前記ステップａ”）は、接合された構造（６）を提供する新しいステップａ
）のための、前記分離からの前記ドナー基板（２）および前記支持基板（１）の再使用を
含む請求項４に記載のハイブリッド構造（６０）を製造する方法。
【請求項７】
　前記第２の薄化ステップｄ）は、前記支持基板（１）を薄化するステップをさらに含む
ことができる請求項１乃至６のいずれか一項に記載のハイブリッド構造（６０）を製造す
る方法。
【請求項８】
　前記有効層（２０）は、タンタル酸リチウム（ＬｉＴａＯ3）、ニオブ酸リチウム（Ｌ
ｉＮｂＯ3）、窒化アルミニウム（ＡｌＮ）、酸化亜鉛（ＺｎＯ）からなる群から選択さ
れる材料から構成される請求項１乃至７のいずれか一項に記載のハイブリッド構造（６０
）を製造する方法。
【請求項９】
　前記支持基板（１）は、シリコン、ＩＩＩ－Ｖ族半導体、カーバイドシリコン、ガラス
、サファイアからなる群から選択される材料から構成される請求項１乃至８のいずれか一
項に記載のハイブリッド構造（６０）を製造する方法。
【請求項１０】
　前記支持基板（１）は、１つまたは複数の表面層を備える請求項１乃至９のいずれか一
項に記載のハイブリッド構造（６０）を製造する方法。
【請求項１１】
　有効層（２０）の熱膨張係数よりも小さい熱膨張係数を有する支持基板（１）に組み立
てられた、５０ミクロン未満の有効厚さを有する圧電材料の前記有効層（２０）を備える
、ハイブリッド構造（６０）であって、前記ハイブリッド構造（６０）は、前記有効層（
２０）と前記支持基板（１）との間に、１０００ｍＪ／ｍ2よりも大きい接合エネルギー
と、サイズが１から１０００ミクロンの間の少なくとも１つの接合されていない接着エリ
アとを有する接合界面（５）を含むことを特徴とするハイブリッド構造（６０）。


	header
	written-amendment

